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１．概要（Summary） 

テラヘルツ(THz)波の社会実装による，高速無線通信，

保安検査，非破壊検査の実現には，小型，低コスト，低消

費電力な光源・検出器が必要である。共鳴トンネルダイオ

ード(RTD: Resonant Tunneling Diode)は，常温で最大

約 2 THzまでの THz波を発生可能な半導体デバイスで

あり，各種応用への適用が有望である[1]。上記分野への

適用には，単一の RTD発振器の発振周波数の掃引レン

ジに，ある程度の幅が必要である。そこで，東京工業大学 

量子ナノエレクトロニクス研究センターの設備を利用しバ

ラクタ搭載型周波数可変 RTD発振器の作製を行った。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム露光装置 (スピンコータ・現像装置・ホット

プレート・オーブン・ドラフトチャンバ等を含む），電子ビー

ム露光データ加工ソフトウェア，高真空蒸着装置，触針式

段差計，プラズマCVD 装置，リアクテブイオンエッチング

装置，デジタル顕微鏡 

【実験方法】 

レジスト(PMGI+ ZEP)塗布，電子ビーム露光，現像で

マスク形成。金属蒸着(Ti/Pd/Au)後，レジスト除去し，電

極形成。ドライエッチング，ウェットエッチングを行い，バラ

クタメサ・RTD メサを形成した。次に RTD下部電極を，レ

ジスト塗布，露光，現像，金属蒸着，リフトオフで形成した。

プラズマ CVD装置で SiO2膜を形成し，レジスト塗布，露

光，現像した後，リアクティブイオンエッチングで素子分離

した。その後，SiO2 パッシベーション膜を形成し，PMMA

レジストを塗布，露光，現像，リアクティブイオンエッチング

でコンタクトホールを作製。レジスト塗布(PMMA，PMGI，

ZEP)，露光，現像，金属蒸着，リフトオフでエアブリッジ接

続とMIM容量を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した RTD 発振器 (Fig.1)の電圧-発振周波数特

性を Fig.2 に示す。RTD 発振器のバラクタバイアス電圧

を変えることで，目標周波数の 11%相当の周波数掃引が

可能なことを確認した（バラクタ非搭載型 RTD 発振器の

約 2 倍の周波数掃引性能）。一方，THz 波の出力強度

のばらつき（バラクタ非搭載型の約 10倍）が課題である。 

 

Fig.1 Device image of the developed RTD oscillator. 

 

Fig.2 Relation between the varactor bias voltage 

and the oscillation frequency of the developed RTD 

oscillator. 
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